
igg U I M I T R R CEM! 

Układ składa się z czterech szeregowo połączonych jed-
nobitowych sumatorów i równoległego układu przeniesie-
nia. Zapewnia szybkie dodawanie dwóch liczb czterobi-
towych podawanych na wejścia A Q do A- i B Q do B^ 
/gdzie: A(), Bq - ŁSB, A-j, B3 - MSB/. 
nzi;ki wejściu i wyj.-'ciu przeniesienia C I R,C 0 U T /CARRY 
IN, CARRY O!IT/ układy moina łączyć kaskadowo zwielo-
krotni, iją--x liozbą bitów dodawanych liczb. 

MCY 74008N 
M C Y 64008IM 
Czterobitowy 
pełny sumator 

Informacja wstępna 

MSf C M O S 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Układ wyprowadzek Tabela etanów logicznych 
dla n-tego stopnia, 

n = Ó T 3 
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Parametry dopuszczalne 
/u„„ = o ?/ 

We iśc ia Wyjścia 
CIN An Bn C0OT 

0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 
0 0 1 0 1 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min max 

°DD Napięcie zasilania V -0,5 + 20 

Napięoie wejściowe V -0,5 nm • o,5 

Prąd wejściowy mA -10 ,10 

PD Moo rozpraszana mW 500 

*atob Temperatura otoczenia w czagie 
pracy 

MCY 74....B °C -40 + B5 
MCY 64....N °c 0 + 70 

tstg Temperatura przechowywania °c -55 + 1 25 
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Oina-
Wartość Warunki poalarn Oina- Nazwa Jedn. anb sin 25 3C t u assb max Uj "o 

min osast min typ mas »in max W W [v] 
ID1) Prąd zasilania w a tanie spo-czynku M 

5 
10 
20 
100 

0,04 
0,04 
0,04 
0,08 

5 
10 
20 
100 

1 50 
300 
600 
3000 

0J5 
0)10 
0;i5 
0;20 

5 
10 
15 
20 

»IH Napięcie wej-ściowe * btanie wysokin f 
3,5 
7 
11 

3,5 
7 
11 

3,5 
7 
11 

0,5 ;4,5 
1 i9 
1,5;13,5 

5 
10 
15 

Wspięcie wej-ściowe w stanie niskim 1 
1 ,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

o,5;4,5 
1J9 
1,5;13,5 

5 
10 
1? 

TJ Prąd wejściowy UA ±0,1 .10-' ±0,1 +1 0;1B 18 

doh Hapięcie wyj-ściowa w stanie wysoki® 7 DDB-°'05 V-0,05 Dm-0,05 0;DDB 5 ;1 0;15 

Rapięcie wyj-ściowe w stanie ciskin V 0,05 0 0,05 0,05 "'"DB 5;10;15 

rOH Prąd wyjśoiowy w etanie wyaokin BA 
-0,64 
-2 

-0,51 
-1 ,6 

-1 
-3,2 

-0,36 
-1,15 

0;5 
0;5 

4,6 
2,5 

5 
5 BA -1,6 -1.3 -2,6 -0,9 0;1 0 9,5 10 

-4,2 -3,4 -6,8 -2,4 0;1 5 13,5 15 
rOL Prąd wyjściowy w stanie niskia mi 

0,64 
1,6 

0,51 
1 ,3 

1 
2,6 

0,36 
0,9 

0;5 
0;10 

0,4 
0,5 

5 
10 

4,2 3,4 6,8 2,4 0 i 1.5 1,5 15 
taab nin 5 dls »CT 64 ; 0°C dla KCT 74.... 
t h > +85°C dla BCT 64 ; +70°c dla MCI 74 

S3 

A, 
B, 
4C 
»d 

Schemat wewnetrzny 

15 



Parametry charakterystyczne dynamiczne 

/tanb»25°C, tr=tf=20 nst Cj-50 pF, 1^200 kQ 

Jedn. 
Wartość Warunki 

pomiar® 
dDB m 

Oznaczenie Nazwa Jedn. typ max 
Warunki 
pomiar® 
dDB m 

tPI,H 

'pffL 

Czas propagacji zmiany 
stanu a niskiego na 
wysoki 
Czas propagacji zmiany 

ns 
400 
160 
115 

800 
320 
230 

5 
10 
15 

tPI,H 

'pffL stanu a wysokiego na 
niski c — F IN n ns 

370 
155 
115 

740 
310 
230 

5 
10 
15 

200 400 5 
An'Bn *COTJT ns 90 

65 
180 
1 30 

10 
15 

100 200 5 
CIH COUT ns 50 

40 
100 
80 

10 
15 

tTLH 
tTHL 

Czas narastania zbocz.a 
sygnału wyjściowego 
Czas opadania zbocza 
sygnału wyjściowego 

ns 
100 
50 
40 

200 
100 
80 

5 
10 
15 

CI Pojemność wejściowa PP 5 7,5 
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